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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt . 

(g) Optoelektronischer Wandler und dessen Herstellungsverfahren 

© Optoelektronischer Wandler mlt einem Strahlung aussen- 
denden und/oder empfengenden Halbleitorchlp (1), der auf 
einer Tragereinheit {2} befestigt ist. Die Tragereinheit (2) 
woist einen Chipmontagebereich (3) auf, dem eine Araehl 
von AnschluSteilen (4, 5, 4', 6') zugeordnet sind. Diese 
AnschluBteile (4, 5, 4', 5') sind m'rt elektrischen AnschluBfla- 
chen (18. 17, 16', 17') versehen, die eine Ebene (14) 
definieren. daren Abstand zum Chipmontagebereich (3) 
grpBer ist els die maximale Hohe dec HalbteiterchipE (1) 
gegebanenfalls einschlieBlich simtlicher AnschluBleiter (26) 
und/odar Abdeckmittel (27) bezogon auf den Chipmontage- 
bereich (3). 
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Beschreibung Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Ge- 
genstand der Unteranspruche 2 bis 9. Ein bevorzugtes~ 

Die Erfindung bezieht sich auf einen optoelektroni- Verfahren zum Herstellen einer Mehrzahl von erfin- 

schen Wandler mit einem Strahlung aussendenden und/ dungsgemaBen optoelektronischen Wandlern ist Ge- 
oder empfangenden Halbleiterchip, der auf einer Tra- 5 genstand des Anspruches 10. 

gereinheit befestigt ist ErfindungsgemaB weist der optoelektronische Wand- 

Ein derartiger optoelektronischer Wandler ist bei- ler der eingangs genannten Art eine Tragereinheit mit 

spielsweise aus der europaischen Patentschrift einem Chipmontagebereich auf, auf dera der Halbleiter- 

EP 4 12 184 B 1 bekannt und in Fig. 12 dargestellt Bei chip befestigt ist Dem Chipmontagebereich ist eine An- 
diesem bekannten optoelektronischer Wandler handelt 10 zahl von AnschluBteilen mit elektrischen AnschluBfla- 

es sich um eine Strahlungsdetektoranordnung, die ein chen zugeordnet, die jeweils mit einem elektrischen 

Detektorbauelement 39, beispielsweise eine Fotodiode, Kontakt des Halbleiterchips elektrisch leitend verbun- 

einen gemeinsamen Trager 33, einen Isolierkorper 34, den sind. Die AnschluBteile sind derart ausgebildet und 

ein Befestigungsteil 35, einen Linsentrager 36 und eine angeordnet, daB bezogen auf den Chipmontagebereich 

Linse 37 zur Fokussierung der von dem Detektorbau- 15 die maximale Hohe des Halbleiterchips gegebenenfalls 

element 39 empfangenen Strahlung. Das Detektorbau- einschlieBlich samtlicher AnschluBleiter und/oder Ab- 

element 39 ist mit seiner Unterseite auf dem Isolierkor- deckmittel fur den Halbleiterchip kleiner ist als der Ab- 

per 34 befestigt, der wiederum auf den gemeinsamen stand zwischen dem Chipmontagebereich und einer 

Trager 33 befestigt ist Das Befestigungsteil 35 ist neben durch die AnschluBflachen definierten Ebene. 

dem Isolierkorper 34 auf dem gemeinsamen Trager 33 20 Dieser erfindungsgemaBe optoelektronische Wand- 

angeordneL Auf dem Befestigungsteil 35 ist mittels ei- ler hat gegenuber den eingangs beschriebenen bekann- 

ner Befestigungsschicht 38 der Linsentrager 36 mit der • ten optoelektronischen Wandlern den Vorteil, daB er 
Linse 37 fixiert, derart, daB sich die Linse 37 uber der | auf einfache Weise auf einer Leiterplatte (z. B. Platine, 
StrahJeneintrittsflache 40 des Detektorbauelements 39 | Keramiksubstrat oder Hybridsubstrat) befestigt werden 
befindet 23| kann, indem er mit seinen AnschluBflachen auf Leiter- 

Die Montage der einzelnen Bestandteile eines derar- bahnen der Leiterplatte gesetzt und die AnschluBfla- 

tigen optoelektronischen Wandlers ist sehr aufwendig. chen mittels eines elektrisch leitenden Bindemittels mit 

Sie erfordert eine groBe Zahl von Verfahrensschritten den Leiterbahnen verbunden werden. 

und die Justage der Linse 37 ist sehr schwierig. AuBer- Bei einer bevorzugten Weiterbildung des erfindungs- 

dem treten im allgemeinen aufgrund des Luftspaltes 30 gemaBen optoelektronischen Wandlers ist der Halblei- 

zwischen der Linse 37 und dem Detektorbauelement 39 terchip derart auf der Tragereinheit montiert, daB seine 

groBe Reflexionsverluste bzw. Abbildungsfehler inner- Strahlungsaustrittsflache zum Chipmontagebereich hin 

halb des Wandlers auf. gerichtet ist Die Tragereinheit besteht hierbei aus ei- 

Weiterhin ist aus der deutschen Offenlegungsschrift nem zumindest fur einen Teil der von dem Halbleiter- 

DE43 23 681 ein optoelektronischer Wandler bekannt, 35 chip ausgesandten und/oder empfangenen Strahlung 

bei dem auf der einen Seite eines lichtdurchlassigen Tra- durchlassigen Material. 

gers ein optisches Empfangs- oder Sendeelement und Dies hat den besonderern Vorteil, daB die von dem 

auf der anderen Seite des Tragers eine Ablenkspiege- Halbleiterchip ausgesandte und/oder empfangene 

lanordnung und eine parallel zur Tragerlangsachse ver- Strahlung ohne groBe Reflexionsverluste und Verluste 

laufende Lichtleitfaser angeordnet sind. Das beispiels- 40 durch Abbildungsfehler in eine Lichtleitfaser oder in 

weise von einem optischen Sendeelement ausgesandte eine andere optische Anordnung bzw. in den Halbeiter- 

Licht durchdringt den gemeinsamen Trager, wird an der chip eingekoppelt werden kann. 

Ablenkspiegelanordnung um 90° in Richtung der Licht- Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform des 

leitfaser abgelenkt und in diese eingekoppelt Im Falle erfindungsgemaBen optoelektronischen Wandlers ist 

eines Empfangselements wird das durch die Lichtleitfa- 45 vorgesehen, daB die Tragereinheit eine Tragerplatte mit 

ser ankommende Uchtsignal an der Ablenkspiegelan- einer Ausnehmung aufweist, daB auf einer Bodenflache 

ordnung um 90° in Richtung Empfangselement abge- der Ausnehmung der Chipmontagebereich vorgesehen 

lenkt, durchdringt anschlieBend den gemeinsamen Tra- ist und daB zumindest Teilbereiche von Seitenwanden 

ger und wird in das Empfangselement eingekoppelt der Ausnehmung als AnschluBteile genutzt sind. 

Auch die Herstellung dieser bereits bekannten An- 50 Der Vorteil dieser Ausfuhrungsform besteht insbe- 

ordnung erfordert einen hohen Montage- und Justier- sondere darin, daB auf einfache Weise eine Mehrzahl 

aufwand. Herkommliche Methoden zur Montage von von erfindungsgemaBen optoelektronischen Wandlern 

Halbleiterbauelementen auf einer Leiterplatte konnen im Scheibenverbund gleichzeitig hergestellt werden 

bei dieser Anordnung nicht verwendet werden. konnen. Eine separate genaue Positionierung und Mon- 

f Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ei- 55 tage der AnschluBteile auf der Tragerplatte ist nicht 

nen optoelektronischen Wandler der eingangs genann- norwendig. 

ten Art zu entwickeln, der mit herkommlichen Metho- Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung 

den der Bauelementmontage montierbar, insbesondere besteht die Tragerplatte aus einem isolierenden Materi- 

zur Oberfiachenmontage geeignet ist, das heiBt in SMD- al oder ist die Tragerplatte gegebenenfalls in der Aus- 

Technik (Surface mounted device) auf einer Leiterplatte 60 nehmung sowie auf den AnschluBteilen zumindest teil- 

befestigt werden kann. weise mit einer isolierenden Schicht versehen. In der 

Gleichzeitig soil dieser optoelektronische Wandler Ausnehmung sowie auf den AnschluBteilen ist eine An- 

auf einfache Weise in groBen Stuckzahlen herstellbar zahl von mit den elektrischen Kontakten des Halbleiter- 

und gegenuber weiteren optischen Einrichtungen ohne chips verbindbaren, elektrisch leitenden AnschluBbah- 

groBen Aufwand exakt justierbar sein sowie eine hohe 65 nen vorgesehen, die derart strukturiert sind, daB auf den 

Effizienz bei der Lichtauskopplung aufweisen. AnschluBteilen eine Anzahl von AnschluBflachen ausge- 

Diese Aufgabe wird durch einen optoelektronischen bildet ist Dies hat insbesondere den Vorteil, daB die 

Wandler mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelost elektrisch leitenden AnschluBbahnen auf einfache Wei- 
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se mittels herkommlicher Methoden der Halbleitertech- Ben optoelektronischen Wandlers; 

nik (Maskentechnik + Aufdampfen oder Sputtern von Fig. 9 eine schematische Darstellung zur Erlauterung 

Metanschichtenusw.)hergestellt werden kdnnen. eines Verfahrensablaufes zur Herstellung einer Mehr- 

Bei einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform zahl von erfindungsgemaBen optoelektronischen 
des erfindungsgemaBen optoelektronischen Wandlers 5 Wandlern gemaB Fig. 8 und 

weist die Tragereinheit ein Mittel zum Fokussieren der Fig. 10 und 1 1 schematische Darstellungen zur Erlau- 

Strahlung auf, wodurch vorteilhafterweise die ausge- tening eines Verfahrens zur Herstellung einer Mehrzahl 

sandte bzw. empf angene Strahlung ohne groBe Verluste von erfindungsgemaBen optoelektronischen Wandlern 

durch Totalreflexion an Grenzflachen aus dem Wandler gemaB Fig. 6. 

ausgekoppelt bzw. in diesen eingekoppelt werden kon- 10 In den Figuren sind gleichartige Komponenten der 

nerL verschiedenen Ausfuhningsbeispiele jeweils mit densel- 

Bei einer anderen vorteilhaften WeiterbDdung der Er- ben Bezugszeichen versehen. 

findung sowie deren Ausfuhrungsformen besteht die Bei dem optoelelektronischen Wandler von Fig. 1 

Tragerplatte aus einem elektrisch isolierenden Material und 2 weist die Tragereinheit 2 eine Tragerplatte 7 mit 

oder ist zumindest teilweise mit einer isolierenden. 15 einer trapezformigen Ausnehmung 8 auf. Auf der Bo- 

Schicht versehen und sind auf der Tragerplatte bzw. auf denflache 9 und den Seitenfiachen 10, 11 der Ausneh- 

der isolierenden Schicht mindestens zwei strukturierte mung 8 sowie auf den Oberseiten 24, 25 der AnschluB- 

Metallisierungsschichten aufgebracht, auf denen elek- teile 4, 5 sind zwei voneinander getrennte elektrisch 

trisch leitende AnschluBteile angeordnet sind. leitende AnschluBbahnen 12, 13 beispielsweise in Form 

Dies hat den besonderen Vorteil, daB die Abmessun- 20 von Metallisierungsschichten aufgebracht Auf den An- 

gen und die Positionen der elektrisch leitenden An- schluBteilen 4, 5 sind dadurch zwei AnschluBflachen 16, 

schluBteile auf einfache Weise den Abmessungen des 17 des optoelektronischen Wandlers ausgebildet 

auf dem Chipmontagebereich befindlichen Halbleiter- In einem Chipmontagebereich 3 der Ausnehmung 8 

chips gegebenenfalls einschlieBlich der AnschluBleiter ist ein Strahlung aussendender und/oder empfangender 

und/oderAbdeckmittelfurdenHalbleiterchipangepaBt 25 Halbleiterchip 1 derart befestigt, daB dessen Untersei- 

werden konnen. tenkontakt 22 zumindest teilweise auf der elektrisch lei- 

Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform des tenden AnschluBbahn 12 aufliegt und mit dieser bei- 

erfindungsgemaBen optoelektronischen Wandlers ist spielsweise mittels eines AuSn-Lotes oder mittels eines 

auf der dem Halbleiterchip gegeniiberliegenden Seite anderen geeigneten elektrisch leitenden Bindemittels 

der Tragerplatte eine weitere Platte vorgesehen. 30 verbunden ist Ein Oberseitenkontakt 23 des Halbleiter- 

Dadurch ist es mSglich, die Tragereinheit aus Mate- chips 1 ist mittels eines AnschluBleiters 24 (z. B. ein 

rialien mit unterschiedlichen Brechungsindizes herzu- Bonddraht) mit der elektrisch leitenden AnschluBbahn 

stellen und dadurch die Aufbauhohe und die optische 13 verbunden. 

Abbildung des optoelektronischen Wandlers zu opti- Der Halbleiterchip 1 ist beispielsweise eine Leuchtdi- 

\ mieren. AuBerdem kann vorteilhafterweise die weitere 35 ode, eine Fotodiode (PIN-Fotodoide) oder ein Vertical 

' Platte ein Mittel zum Fokussieren der Strahlung aufwei- Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL). 

sen Die Tragerplatte 7 ist elektrisch isolierend und be- 

Bei einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform steht beispielsweise aus einem fur die von dem Halblei- 

des erfindungsgemaBen optoelektronischen Wandlers terchip 1 ausgesandte bzw. empfangene Strahlung 

ist zumindest der Halbleiterchip mit einer Kunststoffab- 40 durchlassigen Glas, Kunststoff, Saphir, Diamant oder 

deckung oder einer andersartigen Chipabdeckung ver- HalbleitermateriaL Fur Wellenlangen X > 400 nm kann 

sehen. Dadurch ist auf einfache Weise der Halbleiter- beispielsweise SiC, hlr X > 550 nm GaP, fur X > 900 nm 

chip gegen Feuchtigkeit und gegen mechanische Be- GaAs und fur X > HOOnm kann Silizium verwendet 

schadigunggeschutzt werdea Die Ausnehmung 8 ist beispielsweise mittels 

Weitere Merkmale, Vorteile und ZweckmaBigkeiten 45 Atzen, Sagen oder Frasen hergestellt Ebenso kann eine 

der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be- elektrisch Ieitfahige Tragerplatte 7, die z. B. aus Metall 

schreibung von hlnf Ausfuhrungsbeispielen in Verbin- besteht, verwendet sein, die dann aber in der Ausneh- 

dung mit den Fig. 1 bis 12. Es zeigen: mung und auf den AnschluBteilen 4, 5 zumindest teilwei- 

Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung durch ein se mit einer isolierenden Schicht 15 (z. B. eine Oxid- 

erstes Ausfuhrungsbeispiel eines erfindungsgemaBen 50 schicht oder Kunststoffschicht usw.) versehen ist 

optoelektronischen Wandlers; Die elektrisch leitenden AnschluBbahnen 12, 13 beste- 

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Draufsicht hen beispielsweise aus Aluminium, aus einer Alumini- 

auf den optoelektronischen Wandler von Fig. 1 ; um-Basislegierung oder aus einem Au-Mehrschichtsy- 

Fig. 3 eine schematische Schnittdarstellung durch ein stem. Denkbar ist auch, daB im Falle der Verwendung 

zweites Ausfuhrungsbeispiel des erfindungsgemaBen 55 einer Tragerplatte 7 aus einem Halbleitermaterial in der 

optoelektronischen Wandlers; Ausnehmung 8 sowie auf den Oberseiten 24, 25 der 

Fig. 4 eine schematische Darstellung einer Draufsicht AnschluBteile 4, 5 mittels geeigneter Dotierung die An- 

auf den optoelektronischen Wandler von Fig. 3; schluBbahnen ausgebildet sind Zur Herstellung einer 

Fig. 5 eine schematische Schnittdarstellung durch ein derartigen Dotierung konnen die dem durchschnittli- 

drittes Ausfuhrungsbeispiel ernes erfindungsgemaBen 6 o chen Fachmann heute bekannten Verfahren der Halb- 

optoelektronischen Wandlers; leitertechnik, wie beispielsweise Ionenimplantation, ver- 

Fig.6 eine schematische Schnittdarstellung eines wendet werden. 

vierten Ausfuhrungsbeispieles eines erfindungsgemi- Zwischen der Strahlungsaustritts- und/oder -eintritts- 

Ben optoelektronischen Wandlers; flache € des Halbleiterchips 1 und der Tragerplatte 7 

Fig. 7 eine schematische Darstellung einer Draufsicht 65 befindet sich zur Verbesserung der Lichtauskopplung 

auf den optoelektronischen Wandler von Fig. 6; aus dem Halbleiterchip 1 bzw. aus der Tragerplatte 7 ein 

Fig. 8 eine schematische Schnittdarstellung eines optisches Koppelmedium 29, beispielsweise ein GieB- 

funften Ausfuhrungsbeispieles eines erfindungsgema- harz. Die Verbesserung der Lichtauskopplung beruht 
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auf einer Erhohung des Winkels, bei dem Totalreflexion 
auftrkt Als wesentliche Eigenschaft weist das Koppel- 
medium 29 nur eine geringe Absorption der von dem 
Halbbleiterchip 1 ausgesandten und/oder empfangenen 
Strahlung auf. 

Der Vollstandigkeit halber sei an dieser Stelle er- 
wahnt, daB die Strahlungsaustritts- und/oder -eintritts- 
flache 6 des Strahlung aussendenden Halbleiterchips 1 
diejenige Flache ist, durch welche der groBte Anteil der 
im Halbleiterchip 1 erzeugten Strahlung aus diesem 
austritt Analog dazu ist die Strahlungseintrittsflache ei- 
nes Strahlung empfangenden Halbleiterchips 1 diejeni- 
ge Flache, durch welche eine empfangene Strahlung in 
den Halbleiterchip 1 eintritt 

Die AnschluBflachen 16, 17 definieren eine Ebene 
(durch die strichpunktierte Linie 14 angedeutet), deren 
Abstand zur Bodenflache 9 groBer ist als die maximale 
Hohe des Halbleiterchips 1 einschlieBlich AnschluBIei- 
ter 26 und einer wahlweise vorgesehenen Chipabdek- 
kung 27, die beispielsweise aus einem mit Quarzkiigel- 
chen oder -flocken gefullten Harz oder aus einem Acry- 
lat besteht Die Chipabdeckung 27 dient insbesondere 
dazu, den Halbleiterchip 1 vor Feuchtigkeit und vor 
mechanischer Beschacligung zu schutzen. 

Auf ihrer der Ausnehmung 8 gegenuberliegenden 
Seite weist die Tragerplatte 7 ein Mittel 21 zum Fokus- 
sieren der von dem Halbleiterchip 1 ausgesandten und/ 
oder empfangenen Strahlung auf, z. B. eine spharische 
Linse, eine asparische Linse oder eine Beugungsoptik. 
Dieses kann beispielsweise mittels Atzen oder Schleifen 
in der Tragerplatte 7 ausgebildet oder separat herge- 
stellt und beispielsweise mittels Loten, Kleben oder 
anodischem Bonden auf der Tragerplatte 7 aufgebracht 
sein. 

Bei dem in den Fig. 3 und 4 dargestellten optoelektro- 
nischen Wandler weist die Tragerlatte 7 eine ebene 
Oberseite 28 auf, auf der die elektrisch leitenden An- 
schluBbahnen 12, 13 aufgebracht sind. Die Tragerplatte 
7 kann aus einem elektrisch isolierenden Material gefer- 
tigt sein (z. B. Material wie bei dem obigen Ausfuh- 
rungsbeispiel von Fig. 1 und 2) oder elektrisch leitend 
sein, wobei sie dann zumindest teilweise mit einer elek- 
trisch isolierenden Schicht 15 (z. B. Oxidschicht oder 
Kunststoffschicht usw.) versehen ist 

Wie beim Ausfuhrungsbeispiel gemaB den Fig. 1 und 
2 ist auch hier der Halbleiterchip 1 derart auf einem 
Chipmontagebereich 3 der Tragerplatte 7 befestigt, daB 
er zumindest mit einem Teil seines Unterseitenkontak- 
tes 22 auf der elektrisch leitenden AnschluBbahn 12 auf- 
liegt und mit dieser elektrisch leitend verbunden ist Auf 
den elektrisch leitenden AnschluBbahnen 12, 13 sind bei- 
spielsweise mittels Loten oder Kleben AnschluBteile 4', 
5' befestigt, die elektrisch leitend sind, so daB die Ober- 
seiten 24, 25 der AnschluBteile 4', 5' die elektrischen 
AnschluBflachen 16', 17' des optoelektronischen Wand- 
lers ausbilden. 

Die AnschluBteile 4', 5' bestehen beispielsweise aus 
hochleitendem Silizium, Metal! oder aus einem anderen 
Material mit hoher elektrischer Leitfahigkeit Als Binde- 
mittel zwischen den AnschluBteilen 4', 5' und den elek- 
trisch leitenden AnschluBbahnen 12, 13 ist beispielswei- 
se ein metallisches Lot oder ein elektrisch leitender 
Kunststoff verwendet Ebenso konnen die AnschluBteile 
4', 5' mittels eutektischem Bonden auf den AnschluB- 
bahnen 12, 13 befestigt werden. 

Als Materialien fur die Tragerplatte 7 und die elek- 
trisch leitenden AnschluBbahnen 12, 13 eignen sich bei- 
spielsweise die in Bezug auf das erstgenannte Ausfuh- 
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rungsbeispiel entsprechend angegebenen Materialien. 

Die Tragerplatte 7 weist auch hier auf ihrer dem 
Halbleiterchip 1 gegenuberliegenden Seite ein Mittel 21 
zum Fokussieren der von dem Halbleiterchip ausge- 
5 sandten und/oder empfangenen Strahlung auf. Repra- 
sentativ hierfur ist in Fig. 3 eine Beugungsoptik einge- 
zeichnet 

Dariiberhinaus kann auch bei diesem Ausfuhrungs- 
beispiel der Halbleiterchip 1 mittels einer Chipabdek- 

io kung 27 gegen Feuchtigkeit und gegen mechanische Be- 
schadigung geschutzt sein (Materialien fur die Chipab- 
deckung 27 wie oben zu Fig. 1 angegeben). 

Das Ausfuhrungsbeispiel von Fig. 5 unterscheidet 
sich von dem der Fig. 3 und 4 dadurch, daB auf der dem 

15 Chipmontagebereich 3 gegenuberliegenden Seite der 
Tragerplatte 7 eine weitere Platte 18 angeordnet ist Die 
weitere Platte 18 besteht beispielsweise aus einem ande- 
ren Material wie die Tragerplatte 7. Bei geeigneter 
Wahl dieser Materialien, z. B. Glas fur die Tragerplatte 7 

20 und Silizium fur die weitere Platte 18, konnen die Hoch- 
frequenzeigenschaften des Wandlers verbessert und die 
Kapazitat des optoelektronischen Wandlers gesenkt 
werden. Zudem kann durch unterschiedliche Bre- 
chungsindizes der weiteren Platte 18 und der Trager- 

25 piatte 7 die Aufbauhohe und die optische Abbildung des 
opotelektronischen Wandlers optimiert werden. 

Wie in Fig. 5 dargestellt, weist hier nicht die Trager- 
platte 7, sondem die weitere Platte 18 ein Mittel 21 zum 
Fokussieren der Strahlung, in diesem Fall eine sphari- 

30 sche oder eine aspharische Linse 28 auf. 

Das Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 6 und 7 unter- 
scheidet sich von dem in den Fig. 1 und 2 dargestellten 
Ausfuhrungsbeispiel dadurch, daB die Ausnehmung 8 in 
der Tragerplatte 7 die Form einer von oben nach unten 

35 schmaler werdenden Grube aufweist, die beispielsweise 
mittels Atzen hergestellt ist Als AnschluBteile 4, 5 sind 
hierbei Teilstucke der Seitenwand der Grube verwen- 
det Dies hat den Vorteil, daB die AnschluBflachen 16, 17 
in beliebiger Anordnung auf der Oberseite der Seiten- 

40 wand der Grube angeordnet werden konnen, wodurch 
beispielsweise die Gestaltung der Leiterbahnen auf ei- 
ner dem optoelektronischen Wandler zugeordneten 
Leiterplatte weniger eingeschrankt ist 
Wie bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 3 konnen 

45 auch hier auf den AnschluBbahnen 12, 13 elektrisch lei- 
tende AnschluBteile 4', 5' (z.B. sogenannte Silizium- 
Jumperchips) mit AnschluBflachen 16', 17' befestigt sein, 
wobei die AnschluBflachen 16', 17' beispielsweise in 
Form von Metallschichten realisiert sind. 

so Auf der der Grube gegenuberliegenden Seite der 
Tragerplatte 7 ist bei diesem Ausfuhrungsbeispiel als 
Mittel 21 zur Fokussierung der Strahlung eine separat 
hergestellte spharische oder aspharische Linse bei- 
spielsweise mittels Kleben aufgebracht Anstelle der 

55 spharischen oder aspharische Linse kann auch eine se- 
parat hergestellte Beugungsoptik aufgebracht oder in 
der Tragerplatte 7 ausgebildet sein. Letzteres gilt selbst- 
verstandlich auch fur die spharische oder aspharische 
Linse. 

60 Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 8 ist die Tra- 
gerplatte 7 im wesentlichen identisch zu der Tragerplat- 
te von Fig. 1 ausgebildet (man vergleiche die zugehori- 
ge Beschreibung). Ebenso kann die Tragerplatte analog 
zum Ausfuhrungsbeispiel von Fig. 6 und 7 ausgestaltet 

65 sein. Zusatzlich zu der Tragerplatte 7 weist die Trager- 
einheit 2 hier jedoch, wie bei dem Ausfuhrungsbeispiel 
nach Fig. 5 eine weitere Platte 18 auf, in der ein Mittel 
21 zur Fokussierung der Strahlung ausgebildet ist oder 
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auch aufgebracht sein kann. Mit dieser Ausfiihrungs- Der Unterschied2u dem vorgenannten Verfahren be- 

form ergeben sich somit dieselben Eigenschaften und stent darin, daB erstens hier die Mittel 21 zum Fokussie- 

zusatzlichen Vorteile wie fur das AusfOhrungsbeispiel ren der Strahlung in der Tragerscheibe ausgebildet oder 

von Kg. 5. auf diese aufgebracht werden und daB zweitens auf die 

Anhand der in der Fig. 9 gezeigten Darstellungen 5 AnschluBbahnen paarweise miteinander verbundene 

wird im folgenden der Verfahrensablauf fur die gleich- elektrisch leitende AnschluBteile 4', S' (AnschluBteilpaa- 

zeitige Herstellung einer Mehrzahl von optoelektroni- re 32) mit AnschluBflachen 16', 17' (beispielsweise Me- 

schenWandlerngemaBderFig.8erlautert: tailschichten) aufgebracht sind. AnschlieBend wird die 

Tragerscheibe 30 zusammen mit den AnschluBteilpaa- 

— Zunachst werden in einer Tragerscheibe 30, die 10 ren 32 ggf. nach elektrischer und/oder optischer Prii- 
aus dem Material fur die Tragerplatten 7 (hier bei- fung der Wandler in einzelne optoelektronische Wand- 
spielsweise Glas) besteht, beispielsweise mittels At- ler vereinzelt 

zen oder Frasen eine Mehrzahl von Ausnehmun- 

gen8hergesteDt Bezugszeichenliste 

— Nachfolgend werden auf Teilbereichen der 15 

Oberflache der Tragerscheibe 30 beispielsweise 1 Strahlung aussendender und/oder empfangender 

mittels.Maskentechnik und Aufdampfen oder Sput- Halbleiterchip (z.B. LED, Laserdiode, PIN-Fotodiode 

tern eine Mehrzahl von AnschluBbahnen 12, 13 auf- usw.) 

gebracht 2TrSgereinheit 

— Als nachster Schritt wird in den Ausnehmungen 20 3 Chipmontagebereich 
8 eine Mehrzahl von Halbleiterchips 1 befestigt und 4, 5 AnschluBteile 
deren Kontakte 22, 23 mit den AnschluBbahnen 12, 4', 5' AnschluBteile 

13 z. B. mittels eines elektrisch leitenden Lotes bzw. 6 Strahlungsaustritts- und/oder -eintrittsflache 

mitteis AnschluBleiter 26 (Bonddrahte) elektrisch 7Tragerplatte 

leitend verbunden. 25 8Ausnehmung 

— Falls erforderlich, werden dann die Zwischen- 9 Bodenflacbe 
raume zwischen den Strahlungsaustrittsflachen der 10, 1 1 Seitenflachen 
Halbleiterchips 1 und der Tragerscheibe 30 jeweils 12, 13 AnschluBbahnen 
mit einem Koppelmedium 29 (z. B. Harz) gefullt 14 Ebene 

Dies kann beispielsweise mittels eines Mikrodo- 30 15 isolierende Schicht 

siersystems erfolgen, mit dem das Koppelmedium 16, 17AnschluBflachen 

direktm den Zwischenraumeingespritzt wird. . 16', 17' AnschluBflachen 

— AnschlieBend konnen, falls vorgesehen, die Aus- 18 weitere Platte 

nehmungen 8 mit einem GieBharz oder mit einem 21 Mittel zum Fokussieren von Strahlung 

Acrylat gefullt werden, so daB die Halbleiterchips 1 35 22 Unterseitenkontakt 

inclusive der AnschluBleiter 26 jeweils mit einer 23 Oberseitenkontakt 

Chipabdeckung27versehensind 24, 25 Oberseiten 

— Getrennt von der Herstellung der Tragerscheibe 26 AnschluBleiter 
30 mit den Halbleiterchips 1 kann eine Scheibe 31, 27 Chipabdeckung 
die aus dem Material der Scheibe 18 von Fig. 8, z. B. 40 28 spharische Linse 
Silizium, besteht, mit einer Mehrzahl von Mitteln 29 Koppelmedium 
21 zur Fokussierung der Stahlung versehen werden 30 Tragerscheibe 
(Herstellungsverfahren wie oben bereits angege- 31 weitere Scheibe 
ben). 32AnschluBteilpaare 

— Die Scheibe 31 wird dann mit der Tragerscheibe 4s 33 gemeinsamer Trager 
30 beispielsweise mittels Loten, Kleben oder anodi- 34 Isolierkorper 
schem Bonden verbunden. Ebenso kann aber auch 35 Befestigungsteil 

die Scheibe 31 schon vor der Montage der Halblei- 36 Linsentrager 

terchips 1 auf die Tragerscheibe 30 mit dieser ver- 37 Linse 

bunden werden. Der Scheibenverbund wird an- 50 38 Befestigungsschicht 

schlieBendz.B. mittels Sagen vereinzelL 39 Detektorbauelement 

— Vor der Vereinzelung des Scheibenverbundes 40 Strahleneintrittsflache 
konnen die optoelektronischen Wandler elektrisch 

und optisch gepriift werden. Patentanspriiche 

55 

Bei dem im folgenden anhand der Fig. 10 und 11 er- 1. Optoelektronischer Wandler mit mindestens ei- 

lauterten Verfahren zum Herstellen einer Mehrzahl von nem Strahlung aussendenden und/oder empfan- 

optoelektronischen Wandlern gemaB denn Fig. 6 und 7 genden Halbleiterchip (1), der auf einer Tragerein- 

wird analog zum oben beschriebenen Verfahren eine heit (2) befestigt ist, 

Tragerscheibe 30 zunachst mit einer Mehrzahl von Aus- 60 dadurch gekennzeichnet, 

nehmungen 8 versehen, auf die Oberseite der Trager- daB die Tragereinheit (2) einen Chipmontagebe- 

scheibe 30 eine Mehrzahl von AnschluBbahnen 12, 13 reich (3) aufweist, auf dem der Halbleiterchip (1) 

aufgebracht und in den Ausnehmungen eine Mehrzahl befestigt ist, daB dem Chipmontagebereich (3) eine 

von Halbleiterchips 1 befestigt Hinsichtlich Verbinden Anzahl von AnschluBteilen (4, 5 bzw. 4', 5') mit 

der elektrischen Kontakte der Halbleiterchips 1 mit den 65 elektrischen AnschluBflachen (16, 17 bzw. 16', 17') 

AnschluBbahnen sowie hinsichtlich Koppelmedium und zugeordnet ist, die jeweils mit einem elektrischen 

Chipabdeckung gilt ebenfalls dasselbe wie in Bezug auf Kontakt (22, 23) des Halbleiterchips (1) elektrisch 

Fig. 9 angegeben. leitend verbunden sind und 
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daB die AnschluBteile (4, 5 bzw. 4', 5') derart ausge- 
bildet und angeordnet sind, daB bezogen auf den 
Chipmontagebereich (3) die maximale Hohe des 
Halbleiterchips (1) gegebenenfalls einschlieBlich 
samtlicher AnschluBleiter (26) und/oder Abdeck- 5 
mittel (27) kleiner ist als der Abstand zwischen dem 
Chipmontagebereich (3) und einer durch die An- 
schluBflachen (16, 17) definierten Ebene (14). 

2. Optoelektronischer Wandler nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Halbleiterchip (1) 10 
eine Strahlungsaustritts- und/oder -eintrittssflache 
(6) aufweist, die zur Tragereinheit (2) hin gerichtet 
ist und daB die Tragereinheit (2) aus einem zumin- 
dest fur einen Teil der von dem Halbleiterchip (1) 
ausgesandten und/oder empfangenen Strahlung 15 
durchlassigist 

3. Optoelektronischer Wandler nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Tragerein- 
heit (2) eine Tragerplatte (7) mit einer Ausnehmung 
(8) aufweist, daB auf einer Bodenflache der Ausneh- 20 
mung (8) der Chipmontagebereich (3) vorgesehen 
ist und daB zumindest Teilbereiche von Seitenwan- 
den der Ausnehmung (8) als die AnschluBteile (4, 5) 
genutzt sind. 

4. Optoelektronischer Wandler nach Anspruch 3, 25 
dadurch gekennzeichnet daB die Tragerplatte (7) 
aus einem isolierenden Material besteht oder gege- 
benenfalls in der Ausnehmung (8) sowie auf den 
AnschluBteilen (4, 5) zumindest teilweise mit einer 
isolierdenden Schicht (15) versehen ist und daB in 30 
der Ausnehmung (8) sowie auf den AnschluBteilen 
(4, 5) eine Anzahl von mit den elektrischen Kontak- 
ten (22, 23) des Halbleiterchips (1) verbindbaren, 
elektrisch leitenden AnschluBbahnen (12, 13) vor- 
gesehen ist, die derart strukturiert sind, daB auf den 35 
AnschluBteilen (4, 5) eine Anzahl von AnschluBfla- 
chen (16, 17) ausgebildet ist 

5. Optoelektronischer Wandler nach einem der An- 
spruche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet daB die 
Tragereinheit (2) ein Mittel zum Fokussieren der 40 
Strahlung aufweist 

6. Optoelektronischer Wandler nach einem der An- 
spriiche 1, 2 oder 2 und 5, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Tragerplatte (7) aus einem elektrisch isolie- 
renden Material besteht oder daB die Tragerplatte 45 
zumindest teilweise mit einer isolierenden Schicht 
(15) versehen ist und daB auf der Tragerplatte (7) 
mindestens zwei strukturierte Metallisierungs- 
schichten aufgebracht sind, auf denen elektrisch lei- 
tende AnschluBteile (4', 5') angeordnet sind. 50 

7. Optoelektronischer Wandler nach einem der An- 
spriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB auf 
der dem Halbleiterchip (1) gegenuberliegenden 
Seite der Tragerplatte (7) eine weitere Platte (18) 
vorgesehen ist die einen anderen Brechungsindex 55 
aufweist als die Tragerplatte (7). 

8. Optoelektronischer Wandler nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet daB die weitere Platte (18) 
ein Mittel (21) zum Fokussieren der Strahlung auf- 
weist 60 

9. Optoelektronischer Wandler nach einem der An- 
spruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet daB der 
Halbleiterchip (1) mit einer Chipabdeckung (27) 
versehen ist 

10. Verfahren zum Herstellen einer Mehrzahl von 65 
optoelektronischen Wandlern nach Anspruch 6, ge- 
kennzeichnet durch die Verfahrensschritte: 

a) Herstellen einer Mehrzahl von elektrisch 
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leitenden AnschluBbahnen (12, 13) auf eine 
Tragerscheibe (30), durch die eine Mehrzahl 
von Chipmontageflachen (3) definiert werden, 

b) Montieren einer Mehrzahl von Halbleiter- 
chips (1) auf die Tragerscheibe (30), derart, daB 
die elektrischen Kontakte der Halbleiterchips 
(1) mit den AnschluBbahnen (12, 13) elektrisch 
leitend yerbunden werden, 

c) Aufbringen einer Mehrzahl von AnschluB- 
teilen (4'5^ auf die Tragerscheibe (7), derart, 
daB die AnschluBteile (4'5') jeweils zumindest 
teilweise auf einer AnschluBbahn (12, 13) zu 
liegen kommen. 
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